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Telefunken

Transistor S637T

Datasheet

S637T

Silizium-NPN-Darlington-Leistungstransistor

Anwendungen: Elekironische Kiz-Zindschaltung, allgemeine Schaltanwendungen bel hohen
Spannungen, wobei nur relativ geringe Steuerleistung varhanden ist.

Besonders Merkmale:
@ Dreifachdiffundiert
® Monolithischer NPN-Darlington

@ Kurze Schaltzeiten

& Grofe Spannungsfestigkeit bei hohen

@ Hohe Sperrspannung Temperaturen
® Glaspassivierung
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Isolierscheiben Best Nr. 191131
Montageclip Bast Mr. 181840

Absolute Grenzdaten
Kollektor-Emitter-Spannung
Kaollektorstrom
Kollektorspitzenstrom
Basisspitzenstrom

Gesamiverlustieistung
Tease = 25 °C

Sperrschichtlemparatur

Lagerungstemperaturbereich

Ugean
Ie
T

Iam

Pioa

Targ

=180 £ =50 “.|5E
Kallekior it
Montagefliche verbunden

Gehause

15B 3 DIN 41869
(TOP 3)

Gewicht max. 5.5¢g

400 W

15 A

20 A

4 A

100 W
150 °C
-65...+150 “C
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Warmewiderstand
Sperrschichl-Gehiuse Rinic

Kenngrofien
Toase = 25 °C_ falls nicht anders angegeben

Kollektorreststrom

Ugeg = 400 V lceo

Upg = 400 V, Topee = 126 °C Iceo
Kaollaktor-Emitter-Durchbruchspannung

Jl: = 500 mA, L =1.5mH LIII'B»'“IELUI
Kollektor-Séttigungsspannung

le=10Alg=015A Urgsa

To= 10 A, Jg = 015 A, Tiyy = —40°C Ucgem
Koektor-Basis-Gleichstromverhilinis

Upe =15V, lp= TA hee

Upe=5 W.ic=15A hee

DurchlaBspannung der integrierten Schutzdiode
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Induktive Enargie
Uy =400V, I; = 5 A Fig. 1
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Fig. 1 MeBschaltung und Impulsdiagramm
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